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Entscheidung der Techni-

schen Beschwerdekammer
3.4.1 vom 29. Januar 1991

T 409/90 - 3.4.1*
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson
Mitglieder;  H.J. Reich
Y van Henden

Patentinhaber/Beschwerdeflihrer:
FUJITSU LIMITED

Stichwort: Avalanche-Photodioden/
FUJITSU

Artikel: 87 (1), 56 EPU

Schlagwort: "Prioritatsrecht (ver-

neint)" - "unterschiedliche Erfin-

dungen" - "erfinderische Tatigkeit
(verneint)" - "willkirliche Dimen-
sionierung auf der Grundlage be-

kannter Wirkungen"

Leitsédtze

1. Zur Ermittlung der Erfindung, die Ge-
genstand des Prioritdtsdokuments ist,
mul3 das Prioritdtsdokument als Gan-
zes, so wie es der Fachmann liest, her-
angezogen werden (siehe Nr 2 .3a der
Entscheidungsgriinde).

Il. Bei der Beurteilung dessen, was im
Anspruch eines Prioritdtsdokuments
offenbart ist, ist es von Bedeutung,
dal3 der Zweck des Anspruchs in der
Festlegung des Schutzbegehrens be-
steht. Die Tatsache allein, dal3 ein An-
spruch in einem Prioritdtsdokument so
breit ist, dal3 er auch einen konkreten,
in einer europédischen Patentanmel-
dung erstmals beanspruchten Gegen-
stand umfafit, ist kein hinreichender
Beweis dafiir, dal3 dieser Gegenstand
bereits im Prioritdtsdokument offen-
bart worden ist, so daf3 zwecks Inan-
spruchnahme der Prioritédt gemal3 Arti-
kel 87 EPU geltend gemacht werden
kénnte, es handle sich um dieselbe Er-
findung (siehe Nr. 2.3 a der Entschei-
dungsgrtinde).

Sachverhalt und Antrage

I. Die européische Patentanmeldung
Nr. 85101 755.8 (Veroffentlichungsnr.
0 156 156) ist eine Teilanmeldung der
Stammanmeldung Nr. 81 305 658.7
(Veroffentlichungsnr. 0 053 513); sie
wurde mit Entscheidung der Prifungs-
abteilung im Hinblick auf den verof-
fentlichten Anspruch 1 zuriickgewie-
sen, der wie folgt lautet:

"1. Eine Avalanche-Fotodiode, die

eine lichtabsorbierende Halbleiter-
schicht (3) mit mindestens einem Do-
tierstoff des einen Leitungstyps,

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise ab-
gedruckt Eine Kopie der ungekirzten Entschei-
dung in der Verfahrenssprache ist bei der Infor-
mationsstelle desEPA in Miinchen gegen Zah-
lung einer Fotokopiergebiihr von 130 DEM pro
Seite erhaltlich.

Decision of Technical Board

of Appeal 3.4.1

dated 29 January 1991
T409/90-3.4.1 *
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson
Members: H.J. Reich
Y.van Henden

Patent proprietor/Appellant:
FUJITSU LIMITED

Headword: Avalanche photodiodes/
FUJITSU

Article: 87(1), 56 EPC

Keyword: "Right to priority (no)" -
"Different inventions" - "Inventive
step (no)" - "Arbitrary dimension-
ing on the basis of known effects"

Headnote

1. The invention which is the subject of
the priority document has to be deter-
mined from a consideration of the pri-
ority document as a whole, as read by
a skilled person (cf point 2.3(a) of the
Reasons for the Decision).

Il. When considering what is disclosed
by a claim of a priority document it is
relevant that the purpose of the claim
is to define the protection which is
sought. Thefact that a claim in a prior-
ity document is broad enough to cover
specific subject-matter claimed for the
first time in a European patent applica-
tion cannot by itself be sufficient evi-
dence that such subject-matter has
already been disclosed in the priority
document so as to establish identity of
invention for the purpose of claiming
priority under Article 87 EPC (cf point
2.3(a) of the Reasons for the Decision).

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application

No 85101 755.8 (publication number
0 156 156) isa divisional application
from parent application

No 81 305658.7 (publication number
0053 513) and was refused by a deci-
sion of the Examining Division in
respect of published Claim 1 reading
as follows:

"1. An avalanche photodiode compris-
ing:

alight absorbing layer (3), of a semi-
conductor containing at least one
impurity of one conductivity type,

" This is an abridged version of the decision A
copy of the full text in the language of proceed-
ings may be obtained from the EPO Information
Desk in Munich on payment of a photocopying
fee of DEM 130 per page

Décision dela Chambre de
recours technique 3.4.1, en
date du 29 janvier 1991

T 409/90 - 3.4.1*
(Traduction)

Composition de la Chambre:

G D Paterson
H. J. Reich
Y. van Henden

Président:
Membres:

Titulaire du brevet/Requérant:
FUJITSU LIMITED

Référence: Photodiodes a
avalanche/FUJITSU
Article: 87 (1) et 56 CBE

Mot-clé: "Droit de priorité (non)" -
"Inventions différentes" - "Activité
inventive (non)" - "Dimensionne-

ment arbitraire sur la base d’effets

connus"

Sommaire

1. Pour déterminer I'invention qui fait
I"objet du document de priorité, il faut
considérer ce document dans son en-
semble, tel qu’il est lu par 'Thomme du
métier (cf point 2.3a) des motifs de la
décision).

Il. Lors de I'examen de la question de
savoir ce qui est divulgué par une re-
vendication contenue dans un docu-
ment de priorité, le fait que I'objectif
de la revendication est de définir la
protection recherchée revét toute son
importance. Siune revendication
contenue dans un document de prio-
rité est suffisamment générale pour
couvrir I'objet spécifique revendiqué
pour lapremiere fois dans une de-
mande de brevet européen, cela ne
prouve pas pour autant que cet objet a
déja éte divulgué dans le document de
priorité et qu’il existe donc une identité
d’invention qui permet de revendiquer
la priorité conformément a I'article 87
CBE (cf. point 2.3 a) des motifs de la
décision).

Exposé des faits et conclusions

I. Lademande de brevet européen

n°® 85 101 755.8 (huméro de publication
0 156 156) est une demande division-
naire relative a la demande initiale

n° 81 305 658 7 (numéro de publication
0 053 513). Elle a été rejetée par déci-
sion de la division d"examen eu égard
a la revendication publiée 1, qui
s’énonce comme suit:

"1 Photodiode a avalanche compre-
nant:

une couche absorbant la lumiére (3)
consistant en un semi-conducteur
contenant au moins une impureté d'un
premier type de conductivite,

* Seul un extrait de la décision est publié Une co-
pie de ladécision complete dans la langue de la
procédure peut étre obtenue aupres du service
d’information de I'OEBa Munich moyennant ver-
sement d’une taxe de photocopie de 130 DEM
par page
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eine aktive Halbleiterschicht (5), deren
Kristallstruktur zu der der lichtabsorbie-
renden Schicht (3) pafdt und die eine
gréBere Bandliicke aufweist als der
Halbleiter der lichtabsorbierenden
Schicht (3), wobei die aktive

Schicht (5) auf der lichtabsorbierenden
Schicht (3) ausgebildet ist und im we-
sentlichen mindestens einen Dotier-
stoff des genannten einen Leitungs-
typs enthalt, und

eine Halbleiter-Deckschicht (16) um-
faf3t, deren Kristallstruktur zu der der
aktiven Schicht (5) pa3t und die eine
gréBere Bandliicke aufweist als der
Halbleiter der lichtabsorbierenden
Schicht (3), wobei die Deckschicht (16)
auf der aktiven Schicht (5) ausgebildet
ist und im wesentlichen mindestens ei-
nen Dotierstoff des genannten einen
Leitungstyps in einer geringeren Kon-
zentration als die aktive Schicht (5) ent-
hélt, wobei aber die Deckschicht (16)
und ein oberer Abschnitt der aktiven
Schicht (5) ein Gebiet darin aufweisen,
das mindestens einen Dotierstoff ei-
nes dem genannten Leitungstyp ent-
gegengesetzten Leitungstyps enthéalt,
um ein lichtempfindliches Gebiet her-
zustellen, das von den anderen Gebie-
ten der Deckschicht und der aktiven
Schicht durch einen pn-Ubergang (18)
in Form einer Vertiefung getrennt ist,
dessen unteres Ende sich in der akti-
ven Schicht (5)befindet."

Die veroffentlichten Anspriiche 2 bis 7
sind von Anspruch 1 abhéangig.

1. Die Zuriickweisung wurde damit be-
grindet, daR der Aufbau der Avalan-
che-Fotodiode gemal Anspruch 1
nicht die hochdotierte Zwischen-
schicht (4) zwischen der aktiven (bzw.
Vervielfachungs-)Schicht (5) und der
lichtabsorbierenden Schicht (3) auf-
weise, die zur grundlegenden Lehre
des Prioritdtsdokuments der vorliegen-
den Teilanmeldung gehore, namlich zu

D3: JP-A-169 889/80.

So kénne Anspruch 1 lediglich die
Prioritat des Anmeldetages der euro-
paischen Stammanmeldung vom

1 Dezember 1981in Anspruch neh-
men und misse deshalb vor dem Hin-
tergrund der Offenbarung in

D1: "Electronics Letters". 29. Oktober
1981, Band 17, Nr. 22, Seiten 826
und 827

als dem Stand der Technik geman Arti-
kel 54 (2) EPU gepruft werden Der Un-
terschied zwischen dem Gegenstand
des Anspruchs 1und dem des Doku-
ments D1 - eine weitere Eindiffundie-
rung des pn- Ubergangs von der
Trennflache zwischen der n InP- und
der nInP- Schicht in D1 in die an-

an active layer (5) of a semiconductor
providing lattice matching between
itself and the light absorbing layer (3)
and having a larger band gap than that
of the semiconductor of the light
absorbing layer (3), the active layer (5)
being formed on the light absorbing
layer (3) and primarily containing at
least one impurity of the said one con-
ductivity type, and

a surface layer (16) of a semiconductor
providing lattice matching between
itself and the active layer (5) and hav-
ing a larger band gap than that of the
semiconductor of the light absorbing
layer (3), the surface layer (16) being
formed on the active layer (5) and pri-
marily containing at leastone impurity
of the said one conductivity type, ina
concentration less than that of the
active layer (5), but the surface layer
(16) and an upper portion of the active
layer (5) having therein a region which
contains at least one impurity of a con-
ductivity type opposite to the said one
conductivity type to provide a light
sensitive region separated from other
regions of the surface layer and the
active layer by awell shaped pn-junc-
tion (18) of which the bottom s located
in the active layer (5)."

Published Claims 2-7 are dependent
on Claim 1

Il. The reason given for the refusal was
that the structure of the avalanche
photodiode according to Claim 1
would not comprise the highly doped
intermediate layer (4) between active
(or multiplying) layer (5) and light
absorbing layer (3) belonging to the
fundamental teaching of the priority
document of the present divisional
application:

D3 JP-A- 169 889/80.

For this reason, Claim 1 would only be
entitled to the priority of the filing date
of the European parent application on
1 December 1981 and, therefore,
would have to be examined with
regard to the disclosure in document

D1: "Electronics Letters", 29 October
1981, Vol. 17, No. 22, pages 826 and
827,

as state of the art according to Article
54(2) EPC. The distinction between the
subject-matter of Claim 1 and that of
document D1 - afurther diffusion of
the pn-junction from the interface of
the nInP- and n InP layers of D1 into
the active (n InP) layer as claimed -
would be obvious in particular in view

une couche active (5) consistant en un
semi-conducteur assurant un accord
de maille entre elle-méme et la couche
absorbant la lumiére (3) et ayant un in-
tervalle de bande plus large que celui
du semi-conducteur de la couche ab-
sorbant lalumiére (3),la couche active
(5) étant formée sur la couche absor-
bant la lumiére (3) et contenant essen-
tiellement au moins une impureté du-
dit premier type de conductivité, et

une couche superficielle (16) consis-
tant en un semi-conducteur assurant
un accord de maille entre elle-méme
et la couche active (5) et ayant un inter-
valle de bande plus large que celui du
semi- conducteur de la couche absor-
bant la lumiére (3),la couche superfi-
cielle (16) étant formée sur la couche
active (5) et contenant essentiellement
au moins une impureté dudit premier
type de conductivité, selon une
concentration moindre que celle de la
couche active (5), mais la couche su-
perficielle (16) et une partie supérieure
de la couche active (5)ayant une ré-
gion qui contient au moins une impu-
reté du type de conductivité opposé
audit premier type de conductivité afin
de constituer une région sensible ala
lumiere, séparée des autres régions de
la couche superficielle et de la couche
active par une jonction p-n bien for-
mée (18) dont la partie inférieure est si-
tuée dans la couche active (5)."

Les revendications publiées 2 a7 dé-
pendent de la revendication 1

Il. La demande a été rejetée au motif
que la structure de la photodiode a
avalanche selon la revendication 1 ne
comporte pas de couche intermédiaire
fortement dopée (4) entre la couche
active (ou multiplicatrice) (5) et la
couche absorbant lalumiére (3), alors
gu’une telle couche fait partie de I'en-
seignement fondamental du document
suivant, dont la priorité est revendi-
quée pour la présente demande divi-
sionnaire:

D3: JP-A-169 889/80.

La revendication 1 ne bénéficie donc
que de la priorité de la date de dépot
de lademande de brevet européen,
soit le 1°" décembre 1981, et doit ainsi
étre examinée au regard de la divulga-
tion contenue dans le document ci-
apres, considéré comme compris dans
I’état de latechnique conformément a
|"article 54(2) CBE:

D1 :"Electronic Letters", 29 octobre
1981, vol. 17, n° 22, pages 826 et 827.

Ladistinction existant entre |"objet de
la revendication 1 et celui du docu-
ment D1 - une diffusion supplémen-
taire de lajonction p-n depuis l'inter-
face séparant les couches n InP- et

n InP selon le document D1 vers la
couche active (n InP) telle que revendi-
quée - est évidente, vu notamment
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spruchsgemaRe aktive (n InP-)
Schicht - sei naheliegend, zumal er
nicht zu unerwarteten Wirkungen oder
Eigenschaften fuhre

Ill. Gegen diese Entscheidung legte
die Beschwerdefiihrerin Beschwerde
ein.

IV. Ineiner Mitteilung, die der Ladung
zur miundlichen Verhandlung beilag,
machte die Kammer die Beschwerde-
fuhrerin auf das folgende, im européi-

schen Recherchenbericht genannte
weitere Dokument aufmerksam:

D2: " Electronics Letters, 19. Juli 1979,
Band 15, Nr. 15, Seiten 453 - 455.

Die Kammer wies die Beschwerdefiih-
rerin auf einige Tatsachen hin, die ihre
vorlaufige Auffassung stitzten, daR
namlich beim Gegenstand des An-
spruchs 1 kein Gebrauch von der im
Prioritdétsdokument D3 beanspruchten
Erfindung gemacht werde. Falls das
Dokument D1 als Stand der Technik
gemaR Artikel 54 (2) EPUzu betrachten
sei, so konne es fur einen Fachmann
nahegelegen haben, die vorteilhafte
Lehre des Dokuments D2 auf die im
Dokument D1 offenbarte Fotodiode
anzuwenden. Dafd dies zum Gegen-
stand des Anspruchs 1 fuhre, habe
nichts mit erfinderischer Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU zu tun

V Am Ende der mundlichen Verhand-
lung vor der Kammer beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und
die Erteilung des Patents auf der
Grundlage des Hauptantrags, d. h. der
Beschreibung, der Anspriiche und der
Zeichnungen in der vertffentlichten
Form, oder des in der mindlichen Ver-
handlung eingereichten ersten, zwei-
ten und dritten Hilfsantrags.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags
entspricht dem des Hauptantrags (sie-
he Abschnitt 1) bis auf folgende Ande-
rungen: Vor dem Wort "Dotierstoff"
entfallen jeweils die Worte "minde-
stens ein”, und der mit den Worten
"um ein lichtempfindliches Gebiet her-
zustellen" beginnende letzte Teil des
Anspruchs 1 wird durch folgenden
Text ersetzt:

"... das von anderen Gebieten der
Deckschicht und der aktiven Schicht
durch einen pn-Ubergang (18) ge-
trennt wird, dessen unterer Abschnitt,
der einem lichtempfindlichen Gebiet
der Fotodiode entspricht, inder akti-
ven Schicht (5) angeordnet ist und
dessen Seiten steil oder im wesentli-
chen senkrecht durch die Deck-
schicht (16) aufsteigen." Die Anspri-
che 2 bis 7 des ersten Hilfsantrags sind
von Anspruch 1 abhéngig.

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags
lautet wie folgt:

of the fact that this distinction does not
result in unexpected effects or proper-
ties.

Ill. The appellant lodged an appeal
against this decision.

IV. Ina communication accompanying
a summons to oral proceedings, the
Board drew the appellant’s attention to
the following additional document
cited inthe European search report.

D2: "Electronics Letters ",19 July 1979
Vol 15, No. 15, pages 453-455

The Board notified the appellant of a
number of facts supporting the
Board’s provisional view that in the
subject-matter of Claim 1 no use is
made of the invention claimed in prior-
ity document D3. Inthe event that doc-
ument D1would haveto be regarded
as state of the art according to Article
54(2) EPC, it might be considered as
obvious for a skilled person to apply
the advantageous teaching of docu-
ment D2in the photodiode disclosed
in document D1. Arriving thus at the
subject-matter of Claim 1 would not
imply an inventive step inthe sense of
Article 56 EPC

V. Oral proceedings were held before
the Board at the end of which the
appellant requested that the decision
under appeal be setaside and that the
patent be granted on the basis of the
main request in accordance with the
description, claims and drawings as
published or the first, second and third
auxiliary requests asfiled at the oral
hearing.

Claim 1 of the first auxiliary request
corresponds to that of the main
request (see point |above) with the fol-
lowing amendments the words "at
least one" are cancelled wherever they
appear before the word "impurity",

and the last part of Claim 1 starting
with the words "to provide a light sen-
sitive region" is replaced by the follow-
ing text:

. separated from other regions of
the surface layer and the active layer
by a pn-junction (18) of which the bot-
tom, corresponding to alight sensitive
region of the photodiode, is located in
the active layer (5) and the sides rise
abruptly or substantially vertically
through the surface layer (16)."
Claims 2 to 7 of the first auxiliary
request are dependent on Claim 1.

Claim 1 of the second auxiliary
request hasthe following wording:

que cette distinction n’entraine pasde
propriétés ni d effets inattendus.

Ill. Le demandeur aformé un recours
contre cette décision

IV Dans une naotification jointe & une
citation a une procédure orale, la
Chambre a attiré |"attention du requé-
rant sur le document supplémentaire
suivant, cité dans le rapport de re-
cherche européenne:

D2: " Electronics Letters", 19 juillet
1979, vol. 15, n° 15, pages 453 a 4565.

La Chambre a signalé au requérant un
certain nombre de faits confirmant, se-
lon elle (avis provisoire), que I'inven-
tion revendiquée dans le document de
priorité D3 n’était pas utilisée dans
I"objet de la revendication 1 Au cas ou
le document D1 devrait étre considéré
comme compris dans |"état de la tech-
nique conformément al article 54(2)
CBE, I'homme du métier pourrait trou-
ver évident d"appliquer I'enseignement
avantageux du document D2 dans la
photodiode divulguée dans le docu-
ment D1. Par conséquent. |"obtention
de I'objet de larevendication 1 n"impli-
querait pas d activité inventive au sens
de I"article 56 CBE.

V. A l'issue de la procédure orale de-
vant la Chambre, le requérant ade-
mandé que la décision faisant I"objet
du recours soit annulée et que le bre-
vet soit délivré conformément a la re-
guéte principale, sur la base de la des-
cription, des revendications et des
dessins tels que publiés, ou conformé-
ment aux premiére, deuxieme et troi-
siéme requétes subsidiaires telles que
formulées lors de la procédure orale

Larevendication 1 conformément ala
premiere requéte subsidiaire  corres-
pond a celle figurant dans larequéte
principale (cf point | ci-dessus), hor-
mis les modifications suivantes: les
mots "au moins une" sont supprimeés
partout ou ils apparaissent devant le
terme "impureté", et la derniére partie
de la revendication 1 commencant par
les mots "afin de constituer une région
sensible ala lumiére" est remplacée
par le texte suivant:

"... Séparée des autres régions de la
couche superficielle et de la couche
active par une jonction p-n (18) dont la
partie inférieure, correspondant a une
région de la photodiode sensible ala
lumiére, est située dans la couche ac-
tive (5) et dont les cotés s élevent
abruptement ou essentiellement a la
verticale atravers la couche superfi-
cielle (16)". Les revendications 2a7
conformément a la premiére requéte
subsidiaire dépendent de la revendica-
tion 1

La revendication 1 conformément ala
deuxiéme requéte subsidiaire
s’énonce comme suit:
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"1. Eine Avalanche-Fotodiode, die

eine lichtabsorbierende Halbleiter-
schicht (3) mit mindestens einem Do-
tierstoff des einen Leitungstyps,

eine erste Halbleiterschicht (4, 5), de-
ren Kristallstruktur zu der der lichtab-
sorbierenden Schicht (3) paf3t und die
eine groRere Bandlicke aufweist als
der Halbleiter der lichtabsorbierenden
Schicht (3), wobei diese erste Schicht
auf der lichtabsorbierenden Schicht
ausgebildet ist und mindestens einen
Dotierstoff des genannten einen Lei-
tungstyps enthalt,

eine zweite Halbleiterschicht (5, 16),
deren Kristallstruktur zu der der ersten
Schicht (4, 5) palRt und die eine groRRe-
re Bandliicke aufweist als der Halblei-
ter der lichtabsorbierenden Schicht,
wobei diese zweite Schicht auf der er-
sten Schicht (4, 5) ausgebildet ist und
im wesentlichen mindestens einen Do-
tierstoff des genannten einen Lei-
tungstyps in einer geringeren Konzen-
tration als die erste Schicht (4, 5) ent-
halt, und

ein Gebiet umfaBt, das mindestens ei-
nen Dotierstoff eines dem genannten
Leitungstyp entgegengesetzten Lei-
tungstyps enthalt und das oberhalb
der lichtabsorbierenden Schicht (3)
ausgebildet und von dieser sowie von
anderen Gebieten der Fotodiode durch
einen pn-Ubergang getrennt ist, der ei-
nen relativ tiefen Teil relativ nahe an
der lichtabsorbierenden Schicht (3),
der einem lichtempfindlichen Gebiet
der Fotodiode entspricht, und flachere
Teile weiter weg von der lichtabsorbie-
renden Schicht aufweist, die sich in
der zweiten Schicht befinden und ei-
nen Schutzringtibergang bilden "

Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags
entspricht dem des zweiten Hilfsan-
trags, wobei vor dem Wort "Dotier-
stoff" jeweils die Worte "mindestens
ein" entfallen

Die Anspriiche 2 bis 11 des zweiten
und des dritten Hilfsantrags sind je-

weils von Anspruch 1 abhangig

VI. Die Beschwerdefiihrerin untermau-
erte ihre Antrdge im wesentlichen mit
den nachstehenden Argumenten

1 Im Hinblick auf ihr Recht, die Priori-
tat des Dokuments D3 in Anspruch zu
nehmen, brachte sie vor:

a) Entscheidend fur die Feststellung,
daf es sich in Dokument D3und in der
vorliegenden Teilanmeldung um "die-
selbe Erfindung" im Sinne des Artikels
87 (1) EPU handle, sei nicht der Ver-
gleich von Umfang, Ausfihrungsart

"1. An avalanche photodiode compris-
ing:

a light absorbing layer (3), of a semi-
conductor containing at least one
impurity of one conductivity type,

afirst layer (4,5), of a semiconductor
providing lattice matching between
itself and the light absorbing layer (3)
and having a larger band gap than that
of the semiconductor of the light
absorbing layer (3), being formed on
the light absorbing layer and contain-
ing at least one impurity of the said
one conductivity type,

a second layer (5, 16) of a semiconduc-
tor providing lattice matching between
itself and the first layer (4, 5) having a
larger band gap than that of the semi-
conductor of the light absorbing layer,
being formed on the first layer (4,5)
and primarily containing at least one
impurity of the said one conductivity
type in a concentration less than that
of the first layer (4, 5), and

a region, containing at least one impu-
rity of a conductivity type opposite to
the said one conductivity type, formed
above and separated from the light
absorbing layer (3) and separated from
other regions of the photodiode by a
p-n junction having a relatively deep
part, relatively close to the light
absorbing layer (3), corresponding to a
light sensitive region of the photodi-
ode, and shallower parts, further away
from the light absorbing layer and
located inthe second layer, providing
aguard ring junction. "

Claim 1 of the third auxiliary request
corresponds to that of the second aux-
iliary request, wherein the words "at
leastone" are cancelled wherever they
appear before the word "impurity"

Claims 2to 11 of the second and third
auxiliary requests are dependent on
the respective Claim 1.

VI. In support of his requests, the
appellant argued essentially as follows

(1) with regard to his right of claiming
priority from document D3

(a) In order to verify that document D3
andthe present divisional application

dealwith "the same invention" in the

sense of Article 87(1) EPC no compar-

ison of scope, embodiments or termi-
nology would be decisive, but an

"1. Photodiode a avalanche compre-
nant:

une couche absorbant lalumiére (3)
consistant en un semi-conducteur
contenant au moins une impureté d’un
premier type de conductivite,

une premiére couche (4,5) consistant
en un semi-conducteur assurant un ac-
cord de maille entre elle-méme et la
couche absorbant la lumiere (3)et
ayant un intervalle de bande plus large
que celui du semi-conducteur de la
couche absorbant la lumiere (3), cette
premiére couche étant formée sur la
couche absorbant la lumiére et conte-
nant au moins une impureté dudit pre-
mier type de conductivité,

une deuxieme couche (5, 16) consis-
tant enun semi-conducteur assurant
un accord de maille entre elle-méme
et la premiere couche (4, 5) et ayant un
intervalle de bande plus large que ce-
lui du semi-conducteur de la couche
absorbant lalumiére, cette deuxiéme
couche étant formée sur la premiéere
couche (4, 5) et contenant essentielle-
ment au moins une impureté dudit
premier type de conductivité, selon
une concentration moindre que celle
de la premiére couche (4, 5), et

une région contenant au moins une
impureté du type de conductivité op-
posé audit premier type de conducti-
vité, formée au-dessus de la couche
absorbant la lumiére (3) et séparée de
celle-ci, ainsi que des autres régions
de la photodiode par une jonction p-n
ayant une partie relativement pro-
fonde, relativement proche de la
couche absorbant lalumiére (3), cor-
respondant a une région de la photo-
diode sensible a la lumiére, et des par-
ties moins profondes, plus éloignées
de la couche absorbant la lumiére et
situées dans la deuxiéme couche,
constituant une jonction aanneau de
garde "

La revendication 1 conformément ala
troisiéme requéte subsidiaire  corres-
pond a celle figurant dans la seconde
requéte subsidiaire, hormis que les
mots "au moins une" sont supprimeés
partout ou ils apparaissent devant le
terme "impureté"

Les revendications 2 a 11de la
deuxiéme et de latroisieme requéte
subsidiaire dépendent des revendica-
tions 1 qui les précéedent respective-
ment.

VI A I'appui de ses requétes, le requé-
rant ainvoqué pour I'essentiel les ar-
guments suivants:

1) Sur son droit de revendiquer la prio-
rité du document D3

a) Dans la démarche consistant a véri-
fier si le document D3 et la présente
demande divisionnaire ont bien trait &
la"méme invention" au sens de I arti-
cle 87(1) CBE, ce n’est pas la compa-
raison de la portée ou des modes de
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oder Terminologie, sondern das Erken-
nen der gemeinsamen wesentlichen
Merkmale

b) Wie in Skizze 1 veranschaulicht, die
inder mindlichen Verhandlung tber-
reichtworden sei, seien das Prioritats-
dokument D3 und die vorliegende An-
meldung vom selben Stand der Tech-
nik ausgegangen und hatten beide
zum Ziel, den Dunkelstrom einer Ava-
lanche-Fotodiode herabzusetzen.

c) Dieses Ziel werde in beiden Fallen
dadurch erreicht, da zwischen pn-
Ubergang und Absorptionsschicht ein
Zwischengebiet angelegt sei, das die
Starke des elektrischen Feldes vermin-
dere, bevor es die Trennflache der Ab-
sorptionsschicht erreiche, und somit
die Feldstarke in der Absorptions-
schicht sowie den daraus hervorge-
henden Dunkelstrom herabsetze. Die-
ser "Abschirmeffekt" sei sowohl im
Prioritatsdokument D3 als auch in der
vorliegenden Teilanmeldung vorhan-
den

d) Wie die in der miindlichen Verhand-
lung Uberreichte Skizze 2 zeige, kdnne
die "Vervielfachungsschicht" (5) des
Prioritatsdokuments D3 als die "Deck-
schicht” (16) der vorliegenden Anmel-
dung beschrieben werden, und die
"Zwischenschicht" (4) entspreche der
"aktiven" Schicht (5) der vorliegenden
Anmeldung Somit liege in beiden Fal-
len der folgende Schichtaufbau vor
zunéchst eine niedriger dotierte, dann
eine hoher dotierte und schlieBlich ei-
ne lichtabsorbierende Schicht.

Absolut betrachtet sei die Konzentra-
tion des n-Dotierstoffes in der "Zwi-
schenschicht" (4) des Prioritatsdoku-
ments D3 ca vier- bis sechsmal hoéher
als in der "aktiven" Schicht (5) der vor-
liegenden Teilanmeldung und in der
"Vervielfachungsschicht" (5) des Prio-
ritdtsdokuments ca achtmal héher als
in der "Deckschicht" (16) der vorlie-
genden Teilanmeldung. Die Dotie-
rungsdichte sei also im Prioritatsdoku-
ment D3 stets hoher als in der vorlie-
genden Teilanmeldung. Dieser Unter-
schied beeintréchtige die Erfindung,

d h.die Abschirmung der lichtabsor-
bierenden Schicht zur Verminderung
des Dunkelstroms, nicht.

e) Der die lichtabsorbierende Schicht
unmittelbar Uberlagernde héher dotier-
te Teil misse weder eine separate
Schicht sein noch einen gewissen Ab-
stand zum darunterliegenden pn-Uber-
gang aufweisen Wenn die Zwischen-
schicht (4) des Prioritdtsdokuments D3
ausreichend dick sei, kbnne sich der
pn-Ubergang auch innerhalb dieser
Schicht befinden.

identification of the common essential
features

(b) As exemplified in sketch 1, handed
over during oral proceedings, priority
document D3 and the present applica-
tion have the same prior art as starting
point, and both aim at reducing the
dark current of an avalanche photodi-
ode.

(c) This aim is achieved in both cases
by providing an intermediate region
between pn-junction and absorption
layer, which region causes the inten-
sity of the electrical field to decrease
before it arrives at the interface of the
absorption layer and thus reduces the
field intensity within the absorption
layer and thereby the dark current orig-
inating from it. This "shielding effect"
would be present in priority document
D3 aswell as in the present divisional
application.

(d) As sketch 2 handed over during
oral proceedings shows, the "multiply-
ing" layer (5) of priority document D3
can be described as the "surface”
layer (16) of the present application
and the "intermediate" layer (4) corre-
sponds to the "active" layer (5) of the
present application. Thus, in both
cases, the following layer structure is
present: first a lower doped layer, then
a higher doped layer and thereafter a
light absorbing layer

The absolute value of the n-dopant
concentration in the "intermediate”
layer (4)of priority document D3 is
about four to sixtimes higher than in
the "active" layer (5) of the present
divisional application, and that in the
"multiplying” layer (5) of the priority
document about eight times higher
than inthe "surface" layer (16) of the
present divisional application. Hence,
the dopant concentration is every-
where higher in priority document D3
than inthe present divisional applica-
tion. This difference would not affect
the invention, i.e. the shielding of the
light absorbing layer for reducing dark
current

(e) The higher doped part directly over-
lying the light absorbing layer need
neither be a distinct layer nor terminate
at some distance above the pn-junc-
tion. If the intermediate layer (4) of
priority document D3 would be suffi-
ciently thick, the pn-junction could
also be located within this layer.

réalisation respectifs ou encore des
termes respectivement utilisés qui est
déterminante, mais |"identification des
caractéristiques essentielles com-
munes.

b) Comme Tl'illustre le croquis1, remis
au cours de la procédure orale, le do-
cument de priorité D3 et la présente
demande se fondent au départ sur le
méme état de la technique , en outre,
ils visent tous deux a diminuer le cou-
rant d obscurité dans une photodiode
a avalanche.

c) Dans les deux cas, cet objectif est
atteint grace a une région intermé-
diaire située entre la jonction p-n etla
couche d’absorption, région qui a pour
effet de diminuer I'intensité du champ
électrique avant qu’il n"atteigne I'inter-
face de la couche d’absorption; ilen
résulte une diminution de I'intensité du
champ dans la couche d"absorption,
qui entraine une diminution du courant
d’obscurité en émanant Cet "effet
d"écran" existe aussi bien selon le do-
cument de priorité D3 que selon la
présente demande divisionnaire.

d) Si I'on se réfere au croquis 2 remis
au cours de la procédure orale, la
couche "multiplicatrice” (5) selon le
document de priorité D3 peut étre dé-
crite comme étant la couche "superfi-
cielle" (16) selon la présente demande
et lacouche "intermédiaire" (4)
comme étant la couche "active" (5) de
la présente demande. Ainsi, I'on re-
trouve dans les deux cas la structure
de couche suivante: premiérement
une couche faiblement dopée, puis
une couche fortement dopée et enfin
une couche absorbant la lumiére.

La valeur absolue de la concentration
en agents de dopage ndans la couche
"intermédiaire” (4) selon le document
de priorité D3 est environ quatre a six
fois plus élevée que dans la couche
"active" (5) de la présente demande
divisionnaire, et celle de la couche
"multiplicatrice” (5) selon le document
de priorité environ huit fois plus élevée
gue dans la couche "superficielle" (16)
de laprésente demande divisionnaire.
Par conséquent, la concentration en
agents de dopage est partout plus éle-
vée dans le document de priorité D3
que dans la présente demande divi-
sionnaire. Cette différence n’affecte
cependant pas I'invention, qui consiste
a produire un écran dans la couche ab-
sorbant la lumiére afin de diminuer le
courant d obscurité.

e) ll n"est pas nécessaire que la partie
fortement dopée surmontant directe-
ment la couche absorbant la lumiere
constitue une couche distincte ni
gu’elle se termine a quelque distance
au-dessus de lajonction p-n. Sila
couche intermédiaire (4) selon le docu-
ment de priorité D3 est suffisamment
épaisse, lajonction p-n peut égale-
ment étre située a l'intérieur de cette
couche.
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f) Wie aus dem Wortlaut des Doku-
ments D3, Seite 2, Zeilen 9 - 12 hervor-
gehe. sei im Anspruch dieses Priori-
tatsdokuments nicht angegeben, wo
sich der pn-Ubergang befinde Auch
nach der Beschreibung des Prioritats-
dokuments, Seite 7, Zeilen 19 - 23 blei-
be offen, ob der pn-Ubergang in der
héher oder inder niedriger dotierten
Schicht oberhalb der lichtabsorbieren-
den Schicht liege. Inder vorliegenden
Teilanmeldung habe man sich fir eine
der beiden Mdglichkeiten entschieden,
d h., man habe den pn-Ubergang in
der hoher dotierten Schicht angesie-
delt. In dieser Teilanmeldung gehe es
also um eine konkrete, alternative Aus-
fuhrungsart der im Prioritdtsdokument
offenbarten Erfindung Dal die Erfin-
dung nach dem Prioritdtsdokument D3
in der Teilanmeldung eingeschrankt
worden sei. stehe dem Rechtder Be-
schwerdefiihrerin auf Inanspruchnah-
me der Prioritat des Anmeldetages
dieses Dokuments nicht entgegen

Der Ubrige Teil des hoher dotierten Ge-
biets zwischen pn-Ubergang und licht-
absorbierender Schicht erzeuge ohne
jeden Zweifel Abschirmeffekt Infolge-
dessen bleibe das wesentliche Merk-
mal der im Prioritdtsdokument D3 of-
fenbarten Erfindung in der vorliegen-
den Teilanmeldung erhalten, womit die
Grundbedingung fir die Inanspruch-
nahme der Prioritat erfillt sei

2 Im Hinblick auf die erfinderische Ta-
tigkeit brachte die Beschwerdefiihrerin
vor:

VII. Am Ende der mindlichen Verhand-
lung wurde die Entscheidung verkin-

det, daf3 die Beschwerde zurlickgewie-
sen werde, weil der Prioritdtsanspruch
zu verneinen sei und die beanspruchte
Erfindung keine erfinderische Tatigkeit
aufweise

Entscheidungsgriinde
1 Die Beschwerde ist zuléssig

2 Prioritdtsrecht- Hauptantrag und er-
ster Hilfsantrag

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1
im Hauptantrag und im ersten Hilfsan-
trag der Beschwerdefuhrerin ist aus-
drucklich auf einen pn-Ubergang ge-
richtet, "dessen unteres Ende sich in
der aktiven Schicht (5)" unterhalb einer
Deckschicht (16) befindet Diese Merk-
male wurden erstmals als Bestandteil
der "dritien Ausfuhrungsart" inder
europaischen Stammanmeldung of-
fenbart: Siehe Abbildungen 10 und

11 (die mit den Abbildungen 1und 2
der vorliegenden Teilanmeldung iden-
tisch sind) und die zugehdrige Be-
schreibung Das japanische Prioritats-
dokument D3 enthélt lediglich eine er-
steund eine zweite Ausflhrungsart,
siehe D3, Abbildungen 5 und 8 sowie
die zugehorige Beschreibung Beim
Vergleich mit Abbildung 8 des Priori-
tatsdokuments D3 zeigt sich, daR es in
Abbildung 2 dervorliegenden Anmel-

(f) As derivable from the wording of
document D3, page 2, lines 9-12, the
claim of this priority document does
not specify the location of the pn-junc-
tion. Also from the description of the
priority document, page 7, lines 19-23,
it is open whether the pn-junction is
provided inthe higher or lower doped
layer above the light absorbing layer
The present divisional application
selects one of the two existing possi-
bilities, i.e. the pn-junction within the
higher doped layer Hence, the present
divisional application is concerned
with a specific, alternative embodi-
ment of the invention as disclosed in
the priority document A limitation in
the present divisional application of
the invention according to priority doc-
ument D3 would not deprive the
appellant of his right to claim the prior-
ity of the filing date of document D3.
The remaining part of the higher
doped region between pn-junction
and light absorbing layer would pro-
duce, without any doubt, a shielding
effect Hence, the essential feature of
the invention disclosed in priority doc-
ument D3 would still exist in the pres-
ent divisional application and thus the
basic prerequisite for claiming priority
would be fulfilled.

(2) With regard to inventive step

VII. At the conclusion of the oral pro-
ceedings, the decision was announced
that the appeal was dismissed, since
the claim to priority was rejected and
the claimed invention lacked an inven-
tive step.

Reasons for the Decision
1. The appeal is admissible.

2 Right to Priority - Main and First
Auxiliary Requests

2 1 The subject-matter of Claim 1 of
the appellant’s main and first auxiliary
requests is explicitly directed to a pn-
junction "of which the bottom is
located in the active layer (5)" beneath
a surface layer (16). These features
were disclosed for the first time as part
of the "third embodiment" inthe par-
ent European patent application: see
Figures 10 and 11 (identical to

Figures 1 and 2 of the present divi-
sional application) and the corre-
sponding description. The Japanese
priority document D3 comprises only a
first and second embodiment, see D3,
Figures 5 and 8 and the corresponding
description. Comparing Figure 2 of the
present divisional application with
Figure 8 of priority document D3
shows that in Figure 2 of the present
application there is no layer with a ref-
erence sign "4", i.e.no "intermediate"

f) Le texte de larevendication du docu-
ment de priorité D3 (page 2, lignes 9 a
12) ne spécifie pas I'endroit ou est si-
tuée lajonction p-n. Il n"est pas pré-
cisé non plus, dans la description de
ce méme document (page 7, lignes 19
a 23), silajonction p-n est située dans
la couche fortement dopée ou dans la
couche faiblement dopée au-dessus
de la couche absorbant lalumiere La
présente demande divisionnaire opte
pour I"'une des deux possibilités et si-
tue lajonction p-n dans la couche for-
tement dopée Par conséquent, lapré-
sente demande divisionnaire concerne
un autre mode de réalisation spécifi-
gue de l'invention telle que divulguée
dans le document de priorité Une limi-
tation, dans la présente demande divi-
sionnaire, de I'invention exposée dans
le document de priorité D3 ne prive
pas le requérant du droit de revendi-
quer la priorité de la date de dépbt du
document D3 La partie restante de la
région fortement dopée entre la jonc-
tion p-n et la couche absorbant lalu-
miére produit sans aucun doute un ef-
fet d"écran La caractéristique essen-
tielle de I'invention divulguée dans le
document de priorité D3 existe donc
encore dans la présente demande divi-
sionnaire Aussi, la condition fonda-
mentale a satisfaire pour la revendica-
tion de priorité est-elle remplie

2) Sur I"activité inventive

VII. A I'issue de la procédure orale, la
Chambre a prononcé la décision de re-
jet du recours, considérant gqu’il n'y
avait pas lieu d"accorder la priorité re-
vendiquée et que l'invention revendi-
guée n’impliquait pas d’activité inven-
tive

Motifs de la décision
1 Le recours est recevable.

2 Droit de priorité - Requéte princi-
pale etpremiere requéte subsidiaire

2.1 L objet des revendications 1
conformément ala requéte principale
et ala premiere requéte subsidiaire
formulées par le requérant a explicite-
ment trait & une jonction p-n "dont la
partie inférieure est située dans la
couche active (5)" au-dessous d'une
couche superficielle (16). Ces caracté-
ristiques ont été divulguées pour la
premiére fois comme faisant partie du
“"troisime mode de réalisation" dans
la demande de brevet européen ini-
tiale: cf. figures 10 et 11 (qui sont iden-
tigues aux figures 1 et 2 de la présente
demande divisionnaire) ainsi que la
description correspondante. Or, le do-
cument de priorité japonais D3 ne
porte que sur un premier et un
deuxiéme mode de réalisation: cf. D3,
figures 5et 8, et la description corres-
pondante Lorsque I'on compare la fi-
gure 2 de la présente demande divi-



46 Amtsblatt EPA / Official Journal EPO / Journal officiel OEB

1-2/1993

dung keine Schicht mit dem Bezugs-
zeichen "4" gibt, d. h. keine "Zwi-
schenschicht" (mit einer Dotierungs-
dichte von mehr als 2.10% cm-3). Der
pn-Ubergang liegt auch hier in
Schicht (5) (mit einer Dotierungsdichte
von mindestens 5.10° cm-3), wobei die
Benennung von "Vervielfachungs-
schicht" in"aktive Schicht" geéandert
wurde. In der Stammanmeldung. Sei-
te 5, Zeile 13 wird fir den in der Teilan-
meldung benutzten Begriff "aktive
Schicht (5)" der Ausdruck "eine Ver-
vielfachungs- oder aktive Schicht" ver-
wendet Daraus folgt, daR die Verviel-
fachungsschicht (5) nach Prioritatsdo-
kument D3 der aktiven Schicht (5) der
vorliegenden Teilanmeldung ent-
spricht. Auf dieser Schicht (5) befindet
sich eine neu hinzugefiigte

Schicht (16) (mit einer Dotierungsdich-
te von 110®cm™), die als "Deck-
schicht" bezeichnet wird.

2.2 Eine allen Ausfuhrungsarten der Er-
findung zugrunde liegende Aufgabe ist
die Verminderung von Dunkelstrémen.

2.3 Bei der Priifung, ob es sich bei den
wesentlichen technischen Merkmalen
der in der Teilanmeldung beanspruch-
ten Erfindung trotz der o g. Unter-
schiede im Aufbau und in der Dotie-
rungsdichte um dieselbe Erfindung
handelt, die im Prioritatsdokument D3
offenbart ist, miissen folgende Tatsa-
chen und Sachverhalte beriicksichtigt
werden:

a) Dokument D3 beginnt mit einem
"Anspruch", der einen Halbleiter-Foto-
detektor nach Art einer Avalanche-Dio-
de definiert, der

a) ein Substrat

b) eine "fotoabsorbierende” Schicht
c¢) einen diinnen Film ("Zwischen-
schicht")

d) eine "Vervielfachungsschicht"

aufweist. Der Anspruch endet mit ei-
nem Absatz e (Seite 2, Zeilen 9 - 12), in
dem es heifit: "das Gebiet (lichtemp-
findlicher Teil), enthaltend den Dotier-
stoff des Leitungstyps, der sich von
dem des genannten, in hoher Konzen-
tration auf dem Teil der Vervielfa-
chungsschicht vorliegenden Dotier-
stoffes unterscheidet."”

Der Anspruch im allgemeinen und Ab-
satz e im besonderen enthélt keine An-
gabe dartiber, wo sich der pn-Uber-
gang befindet. Wie unter Nr. VI 1 f dar-
gelegt, hat sich die Beschwerdefiihre-
rin darauf berufen, da? Absatz e des
Anspruchs eine breite Offenbarung
des in der vorliegenden Teilanmeldung
beanspruchten Gegenstands sei und
daR erauch das umfasse, was in der
Beschreibung des Prioritéatsdoku-
ments D3 deutlich beschrieben sei.

layer (having a dopant_concentration
higher than 2.10' ¢cm3). The pn-junc-
tion stays in layer (5) (having a dopant
concentration of at least 5.10'° cm-)
with its terminology changed from
"multiplying" into "active" layer. Inthe
parent application, page 5, line 13,the
terminology "a multiplication or active
layer" is used for the term "active layer
(5)" of the present divisional applica-
tion. From this it follows that the multi-
plying layer (5) according to priority
document D3 corresponds to the
active layer (5) of the present divi-
sional application. A new layer (16)
(having a dopant concentration of
1.10*® cm™9 on top of layer (5) is added
and nominated a "surface" layer

2.2 A problem underlying all embodi-
ments of the invention is the reduction
of dark currents.

2.3 In examining whether, despite the
above described structural and dopant
concentration differences, the essen-
tial technical features of the invention
claimed inthe present divisional appli-
cation constitute the same invention as
is disclosed in priority document D3,
the following facts and matters haveto
be taken into account:

(a) Document D3 commences with a
"Claim" defining anavalanche diode
type semiconductor photo detector,
comprising

(a) a substrate;

(b) a "photo absorbing" layer,

(c) athin film ("intermediate layer"),
(d) a "multiplying layer":

and ending with a paragraph (e)
(page 2, lines 9to 12) stating "the
region (photo sensing part) containing
the impurity of the conductivity type
different from that of said impurity ata
high concentration on the part of said
multiplying layer."

The claim is general, and paragraph (e)
in particular is silent as to the position
of the pn-junction. As set out in point
VI(1)(f) above, the appellant has relied
upon this paragraph (e) of the claim as
a broad disclosure of the subject-mat-
ter claimed in the present divisional
application, as well as covering what is
specifically described in the descrip-
tion of priority document D3.

sionnaire avec la figure 8 du document
de priorité D3, on constate que la fi-
gure 2 de la présente demande ne
montre pas de couche marquée par le
signe de référence "4", c’est-a-dire
pas de couche "intermédiaire" (ayant
une concentration en agents de do-
page plus élevée que 2.1016 cm 3). La
jonction p-n reste dans la couche (5)
(ayant une concentration en agents de
dopage d’au moins 5.1015 cm-3), dont
le nom “"couche multiplicatrice" a été
changé en "couche active". A lapage
5, ligne 13, de la demande initiale, I'ex-
pression "une couche de multiplica-
tion ou active" est I'équivalent de I'ex-
pression "couche active (5)" employée
dans la présente demande division-
naire. Il s"ensuit donc que la couche
multiplicatrice  (5) selon le document
de priorité D3 correspond ala couche
active (5) de la présente demande di-
visionnaire Une nouvelle couche (16)
(ayant une concentration en agents de
dopage de 1.10' cm 3) est ajoutée au-
dessus de la couche (5) et dénommée
couche "superficielle”

2.2 Tous les modes de réalisation de
I'invention visent arésoudre le pro-
bléme de laréduction des courants
d’obscurité.

2.3 Lorsque I'on examine si les carac-
téristiques techniques essentielles de
I'invention revendiquée dans la pré-
sente demande divisionnaire consti-
tuent, malgré les différences de struc-
ture et de concentration en agents de
dopage décrites ci-dessus, la méme
invention que celle qui est exposée
dans le document de priorité D3, il faut
prendre en considération les points de
fait suivants:

a) Le document D3 commence par une
"revendication” définissant un photo-
détecteur a semi-conducteur du type
diode aavalanche comprenant:

a) un substrat,

b) une couche "photoabsorbante”,

¢) une couche mince ("couche inter-
médiaire"),

d) une "couche multiplicatrice"

et s"acheve par un paragraphe e)
(page 2, lignes 9 a 12) qui atrait a"la
région (partie photosensible) conte-
nant I'impureté dutype de conductivité
différent de celui de ladite impureté a
une concentration élevée sur la partie
de ladite couche multiplicatrice.”

Larevendication est générale et le pa-
ragraphe e) notamment n’apporte
aucune précision quant ala position
de lajonction p-n Comme cela a été
exposé au point VI 1) f) ci-dessus, le
requérant s’est appuyé sur ce para-
graphe e) de larevendication en tant
gue constituant la divulgation générale
de I'objet revendiqué dans la présente
demande divisionnaire et couvrant
également les éléments spécifiques
de la description contenue dans le do-
cument de priorité D3.
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Bei der Beurteilung dessen, was im
Anspruch eines Prioritdtsdokuments
offenbart ist - z. B. in dem oben er-
wahnten "Anspruch” -, muf3 man sich
nach Ansicht der Kammer vor Augen
halten, dalR der Zweck des Anspruchs
in der Festlegung des Schutzbegeh-
rens besteht Die Tatsache allein, daR
ein Anspruch in einem Prioritatsdoku-
ment so breit ist, dal3 er auch einen
konkreten, in einer spateren Anmel-
dung erstmals eingereichten Gegen-
stand umfal3t (bzw "dessen mogliche
Bereitstellung einschlief3t"), ist kein
hinreichender Beweis daftir, daR der
spéater angemeldete Gegenstand be-
reits im Prioritdtsdokument offenbart
worden ist oder da Anspriiche in der
nachfolgenden Anmeldung auf der
Grundlage des spater angemeldeten
Gegenstands dieselbe Erfindung defi-
nieren, die Gegenstand des Prioritats-
dokuments ist

Die Tatsache, daf® ein Anspruch in ei-
nem Priorititsdokument so breit ist,
dafB er auch ein bestimmtes und kon-
kretes technisches Merkmal umfaf3t,
bedeutet fur die Zwecke der Inan-
spruchnahme seiner Prioritéat geman
Artikel 87 EPU nicht zwangslaufig, daR
er dieses bestimmte Merkmal offen-
bart

Bei der Entscheidung uber ein Priori-
tatsrecht muf3 die Erfindung, die Ge-
genstand des Prioritdtsdokuments ist,
dadurch ermittelt werden, daR die Of-
fenbarung des Prioritatsdokuments als
Ganzes, so wie es der Fachmann liest,
herangezogen wird

b) Zur weiteren Auslegung von Ab-
satz e auf Seite 2, Zeilen 9 - 12 des Do-
kuments D3 heif3t es in der unmittelbar
nach dem Anspruch beginnenden
"Ausfihrlichen Beschreibung der Er-
findung" durchweg, daR der pn-Uber-
gang in der Vervielfachungsschicht
ausgebildet ist - siehe z. B. Seite 3,
Zeile 7 sowie die Beschreibung der in
den Abbildungen 5 und 8 des Doku-
ments D3 gezeigten ersten und zwei-
ten Ausfihrungsart.

Somit ist klar angegeben, daf? sich der
pn-Ubergang innerhalb der obersten
Schicht befindet.

Ineiner auf Seite 6, Zeile 19 beginnen-
den Passage mit einer allgemeinen Be-
schreibung des Gegenstands der "vor-
liegenden Erfindung" heil3t es auf Sei-
te 7, Zeilen 11 - 19 auRerdem, daR die
Vervielfachungsschicht eine Dotie-
rungsdichte aufweist, "die einen
Bruchteil oder weniger" der Dotie-
rungsdichte der Zwischenschicht be-
tragt, Aus der Offenbarung in Doku-
ment D3, Seite 20, Zeile 21 bis Sei-

te 21, Zeile 4 schlief3t ein Fachmann,
daR die Feldstarke der lichtabsorbie-
renden Schicht sehr schwach wird,
wenn zwischen der Vervielfachungs-
schicht (5) und der lichtabsorbieren-
den Schicht (3) eine hohe Dotie-
rungsdichte vorliegt,

In the Board’s view, when considering
what is disclosed in a claim of a prior-
ity document such as the "Claim" dis-
cussed above, itis necessary to bear in
mind the purpose of the claim, namely
to define the protection which is
sought. The fact that a claim in a prior-
ity document is broad enough to cover
(or "comprehends the possible provi-
sion of") specific subject-matter which
is filed for the first time in alater appli-
cation, cannot by itself be sufficient
evidence that such a subsequently
filed subject-matter has already been
disclosed in the priority document, or
that subsequent claims based on that
later filed subject-matter still define
the same invention as that which is the
subject of the priority document.

The fact that a claim in a priority docu-
ment is broad enough to cover a parti-
cular specific technical feature does
not necessarily mean that it discloses
that particular feature, for the purpose
of claiming its priority under Article 87
EPC.

For the purpose of deciding upon a
right to priority, the invention which is
the subject of the priority document
has to be determined from a consider-
ation of the disclosure of the priority
document, as awhole, as read by a
skilled person.

(b) As further interpretation of para-
graph (e) at page 2, lines 9to 12, of
document D3, the "Detailed Descrip-
tion of the Invention" beginning
immediately after the claim, consis-
tently states that the pn-junction is
formed in the multiplying layer - see
page 3, line 7, for example, aswell as
the description of the first and second
embodiments shown in Figures 5 and
8 of document D3.

Hence, the location of the pn-junction
is clearly specified to be within the
uppermost layer.

Furthermore, within a passage describ-
ing generally the subject-matter of the
"present invention", beginning at
page 6, line 19.the text on page 7,
lines 11 to 19, states that the multiply-
ing layer has a dopant concentration
"which is a fraction or less" of that of
the intermediate layer From the dis-
closure in document D3, page 20,

line 21, to page 21, line 4, a skilled per-
son derives that by providing a high
impurity concentration  between
multiplying layer (5) and light absorb-
ing layer (3), the field intensity at the
light absorbing layer becomes very
weak.

Lors de I'examen de la question de sa-
voir ce qui estdivulgué dans une re-
vendication contenue dans un docu-
ment de priorité, telle que la"revendi-
cation" mentionnée ci-dessus, il ne
faut pas, de I'avis de la Chambre, per-
dre de vue I'objectif de larevendica-
tion, qui est de définir la protection re-
cherchée Si une revendication conte-
nue dans undocument de priorité est
suffisamment générale pour couvrir
(ou "englobe la possibilité d”obtenir")
I"objet spécifique divulgué pour la pre-
miére fois dans une demande ulté-
rieure, cela ne prouve pas pour autant
gue |"objet de la demande déposée ul-
térieurement a déja été divulgué dans
le document de priorité, ni que les re-
vendications relatives a cet objet figu-
rant dans la demande ultérieure défi-
nissent laméme invention que celle
revendiquée dans le document de
priorité

Le fait qu’une revendication contenue
dans un document de priorité est suffi-
samment générale pour couvrir une
caractéristique technique particuliere
ne signifie pas nécessairement qu’elle
divulgue cette caractéristique particu-
liere et ouvre ainsi un droit de priorité
conformément al article 87 CBE

Lorsqu’il s"agit de décider s’il existe ou
non un droit de priorité, I'invention qui
fait I'objet du document de priorité doit
étre déterminée auregard de la divul-
gation de ce méme document, consi-
déré dans son ensemble, tel qu’il est lu
par 'homme du meétier.

b) Le paragraphe e), figurant a la page
2, lignes 9a 12 du document D3, est
par ailleurs interprété dans la "descrip-
tion détaillée de I'invention ", commen-
¢ant juste apreés larevendication. Cette
description évoque constamment le
fait que lajonction p-n est formée
dans la couche multiplicatrice (cf.
page 3, ligne 7, par exemple, ainsi que
la description des premier et deuxieme
modes de réalisation illustrés par les fi-
gures 5et 8 du document D3).

Par conséquent, il est clairement spé-
cifie que la jonction p-n se trouve dans
la premiére couche du dessus

En outre, dans un passage contenant
une description générale de |'objet de
la "présente invention", commencant
ala page 6, ligne 19, il est déclaré
(page 7, lignes 11 a 19)que la couche
multiplicatrice a une concentration en
agents de dopage "s’élevant a une
fraction ... " de celle de la couche inter-
médiaire, " ... voire moins". L"homme
du métier déduit de la divulgation
contenue dans le document D3 (page
20, ligne 21, a page 21, ligne 4) qu'une
concentration élevée en impuretés
entre la couche multiplicatrice (5) et la
couche absorbant lalumiére (3) per-
met de réduire a un niveau trés bas
I'intensité du champ dans la couche
absorbant la lumiére.
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Der Text auf Seite 7, Zeilen 19 bis 23
bezieht sich auf die Bildung des licht-
empfindlichen Teils "auf einem Teil
dieser Vervielfachungsschicht durch
Eindiffundieren des Dotierstoffes, des-
sen Leitungstyp ein anderer ist als der-
jenige des genannten Dotierstoffes,
der in hoher Konzentration und ver-
gleichsweise tief vorliegt"

¢) Nach Ansicht der Kammer interpre-
tiert ein Fachmann die obige Offenba-
rung in Dokument D3 daher wie folgt:
Das wesentliche technische Merkmal
zur Verminderung des Dunkelstroms
ist das Vorhandensein eines haupt-
sachlich die Feldstarke herabsetzen-
den, hoher dotierten Gebiets unter ei-
nem hauptsachlich vervielfachenden,
niedriger dotierten Gebiet, worin sich
der pn-Ubergang befindet. Der Fach-
mann wird also nach Ansicht der Kam-
mer den Abschirmeffekt darauf zurtick-
fuhren, daf zwischen dem pn-Uber-
gang und der lichtabsorbierenden
Schicht eine hohere Dotierungsdichte
herrscht. In der vorliegenden Teilan-
meldung istjedoch eine hdhere Dotie-
rungsdichte in diesem Gebiet nicht ge-
geben. Aus diesen Griinden vertritt die
Kammer die Auffassung, daf sich die
Erfindung des Priorititsdokuments D3
von der in der vorliegenden Teilanmel-
dung beanspruchten unterscheidet.

d) Die Beschwerdefiihrerin hat in ihrer
Argumentation in den Abschnit-

ten VI 1)e) und f) die obigen techni-
schen Fakten so verallgemeinert, daf3
sie nicht mehr die im Prioritdtsdoku-
ment D3 offenbarte Erfindung kenn-
zeichnen, sondern auf die im Doku-
ment D2 beschriebene Avalanche-Fo-
todiode zutreffen, d. h.den fir das
Prioritatsdokument D3 maR3geblichen
Stand der Technik Bei dieser Diode
wird der Dunkelstrom mittels Abschir-
mung durch einen Teil der Vervielfa-
chungsschicht selbstvermindert; siehe
Dokument D2, Seite 454, Abbildung 1
und die zugehdrige Beschreibung.

2.4 Ein weiterer Hinweis darauf, daR im
Prioritatsdokument D3 und in der vor-
liegenden Teilanmeldung unterschied-
liche Erfindungen offenbart werden, ist
die Tatsache, daR in der Beschreibung
der vorliegenden Anmeldung aus-
dricklich gesagt wird, die hdher do-
tierte Zwischenschicht zwischen der
Vervielfachungs- (d h aktiven) Schicht
und der lichtabsorbierenden Schicht
des Prioritatsdokuments D3 sei des-
halb nicht vorgesehen, weil es die
Schichtenkonfiguration und somit die
Herstellung der Diode vereinfache
(siehe Beschreibung der vorliegenden
Teilanmeldung, Seite 10, Zeilen 10 - 20
und Seite 7, Zeilen 14 - 31). In der vor-
liegenden Teilanmeldung wird der er-
Zielbare niedrige Dunkelstrom der "ex-
trem geringen Dotierungsdichte in der
Deckschicht (16)" zugeschrieben; sie-
he Seite 11, Zeilen 7 - 11.

The text at page 7, lines 19 to 23, refers
to the formation of the photo sensing
part "on a part of this multiplying layer
by diffusing the impurity having the
conductivity type different from that of
said impurity in a high concentration
and comparative depth".

(c) Hence, inthe Board’s view, a skilled
person will interpret the above disclo-
sure in document D3 asfollows: The
essential technical feature for reducing
dark current is the provision of a higher
doped region mainly reducing the field
intensity below a lower doped region,
mainly multiplying, wherein the pn-
junction is located Therefore, inthe
Board’s opinion, the skilled reader will
ascribe the shielding effect to the pro-
vision of a higher dopant concentra-
tion in between the pn-junction and
light absorbing layer. Inthe present
divisional application, however, higher
dopant concentration is missing in this
region For the above reasons, the
Board finds that the invention of prior-
ity document D3 is different from that
which is claimed inthe present divi-
sional application.

(d) In his argumentation according to
paragraphs VI(1)(e) and (f), the appel-
lant has generalised the above techni-
cal facts to such an extent that they no
longer characterise the invention dis-
closed in priority document D3 but
apply to the avalanche photodiode
described in document D2, i.e. the
state of the art with regard to priority
document D3. In this diode, the dark
current isreduced via shielding by a
part of the multiplying layer itself, see
document D2, page 454, Figure 1 and
the corresponding description.

2.4 Afurther indication that different
inventions are disclosed in priority
document D3 and in the present divi-
sional application is the fact that the
description of the present application
expressly states that the higher doped
intermediate layer in between the mul-
tiplying (i.e. active) layer and the light
absorbing layer of priority document
D3 is not provided, in order to simplify
the layer configuration and thus the
production of the diode (see the
description of the present divisional
application, page 10, lines 10-20, and
page 7, lines 14-31). In the present
divisional application, the obtainable
low dark current is ascribed to the
"extremely marginal impurity concen-
tration inthe surface layer (16)"; see
page 11, lines 7-11

Le texte de la page 7, lignes 19a23, a
trait & la formation de la partie photo-
sensible "sur une partie de cette
couche multiplicatrice par diffusion de
I'impureté ayant le type de conducti-
vité différent de celui de ladite impu-
reté a une concentration élevée et une
profondeur relative."

c¢) Par conséquent, de I"avis de la
Chambre, 'homme du métier interpré-
tera comme suit la divulgation conte-
nue dans le document D3, qui vient
d’étre mise en relief: la réduction du
courant d obscurité a pour caractéristi-
gue technique essentielle d’étre assu-
rée par une région fortement dopée ré-
duisant principalement I'intensité du
champ en dessous d’une région faible-
ment dopée, principalement multipli-
catrice, dans laquelle est située la
jonction p-n. La Chambre estime que
I’'homme du métier, d"apres le docu-
ment, attribuera donc I'effet d"écran a
la concentration plus élevée en agents
de dopage entre lajonction p-n et la
couche absorbant la lumiére. Or, dans
la présente demande divisionnaire,
cette région n’a pas de concentration
plus élevée en agents de dopage. Pour
les motifs ci-dessus, la Chambre
considére que I'invention qui fait I"ob-
jet du document de priorité D3 est dif-
férente de celle qui est revendiquée
dans la présente demande division-
naire

d) Dans son argumentation reproduite
aux points VI 1) e) etf), le requérant a
tellement généralisé les faits techni-
ques mentionnés ci-dessus qu’ils ne
caractérisent plus I'invention divulguée
dans le document de priorit¢é D3, mais
s’appliquent a la photodiode a ava-
lanche décrite dans le document D2,
qui constitue |"état de la technique
pour le document de priorité D3. Dans
cette diode, le courant d”obscurité est
diminué par I"écran formé par une par-
tie de la couche multiplicatrice elle-
méme, cf. document D2, page 454, fi-
gure 1 etladescription correspon-
dante.

2.4 Le fait que le document de priorité
D3 et la présente demande division-
naire divulguent des inventions diffé-
rentes est encore corroboré par la des-
cription contenue dans cette derniére
demande, qui indique expressément
qu’entre la couche multiplicatrice
(c’est-a-dire active) et la couche absor-
bant la lumiere du document de prio-
rité D3, il n'y a pas de couche intermé-
diaire plus fortement dopée, le but
étant de simplifier la configuration de
la couche et, par voie de conséquence,
la fabrication de la diode (cf. descrip-
tion de la présente demande division-
naire, page 10, lignes 10a 20, et page
7, lignes 14 a 31). Dans la présente de-
mande divisionnaire, |"obtention d’un
faible courant d obscurité est attribuée
a la "concentration en impuretés extré-
mement faible dans la couche superfi-
cielle (16)" (cf. page 11, lignes 7 a 11).
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2 5 Aus den genannten Griinden und
mit Bezug auf den Haupt- und den er-
sten Hilfsantrag der Beschwerdefiihre-
rin stellt die Kammer fest, daf? in der
vorliegenden Teilanmeldung eine an-
dere Erfindung beansprucht wird als
die in Priorititsdokument D3 offenbar-
te, so daR die Beschwerdeftihrerin
nicht berechtigt ist, gemaf Artikel

87 (1) EPUin der vorliegenden Teilan-
meldung die Prioritéat des Anmeldeta-
ges von Dokument D3 in Anspruch zu
nehmen.

3 Prioritédtsrecht - zweiter und dritter
Hilfsantrag

Der Textvon Anspruch 1im zweiten
und dritten Hilfsantrag der Beschwer-
defuhrerin umfafit ebenfalls die Merk-
male der dritten Ausfihrungsart der
Abbildungen 10 und 11 der européi-
schen Patentanmeldung, d. h. der Dio-
den gemaR den Abbildungen 1und 2
der vorliegenden Teilanmeldung. Die-
se Anspriche enthalten also eine Al-
ternative, die aus dem in Nr. 2 genann-
ten Grund eine andere Erfindung ver-
korpert, als in Dokument D3 offenbart
wurde Somit gilt die Feststellung un-
ter Nr 2.5 auch fur Anspruch 1 des
zweiten und des dritten Hilfsantrags

4. Erfinderische Tatigkeit- Hauptan-
trag, erster, zweiter und dritter Hilfsan-
trag

4 1 Aus den unter Nr 2 und 3 genann-

ten Grunden istder Anmeldetag der
europdaischen Stammanmeldung

Nr 81 305 658.7 vom 1. Dezember 1981
als Anmeldetag der vorliegenden euro-
paischen Teilanmeldung anzusehen.
Infolgedessen mu Dokument D1 zu-
séatzlich als Stand der Technik gemaf
Artikel 54 (2)EPU beriicksichtigt wer-
den

4.8 Aus den unter Nr. 4 4 bis 4.7 ge-
nannten Grinden wird der Gegenstand
von Anspruch 1 des Haupt- sowie des
ersten, zweiten und dritten Hilfsantrags
nicht als erfinderisch im Sinne des Ar-
tikels 56 EPU erachtet

5. Wie oben dargelegt, ist Anspruch 1
des Haupt- sowie des ersten, zweiten
und dritten Hilfsantrags im Hinblick auf
Artikel 52 (1) und 56 EPU nicht gewahr-
bar Die Anspriiche 2 bis 7 des Haupt-
und des ersten Hilfsantrags sowie die
Anspriiche 2 bis 11 des zweiten und
dritten Hilfsantrags sind ebenfalls nicht
gewahrbar, weil sie jeweils von dem
nicht gewahrbaren Anspruch 1 abhén-
gig sind.

2 5 For the above reasons, in the
Board’s judgment, with reference to
the appellant’s main and first auxiliary
requests, the invention claimed in the
present divisional application is a dif-
ferent invention from that disclosed in
priority document D3, so that accord-
ing to Article 87(1) EPC the appellant is
not entitled to claim the priority of the
filing date of document D3 in the pres-
ent divisional application.

3. Right to Priority- Second and Third
Auxiliary Request

The wording of Claim 1 of the appel-
lant’s second and third auxiliary
requests comprises also the character-
istics of the third embodiment of
Figures 10 and 11 of the European
patent application, i.e. the diodes
according to Figures 1 and 2 of the
present divisional application. Hence,
these claims contain an alternative
which, for the reason set out in para-
graph 2 above, represents a different
invention from that disclosed in docu-
ment D3. Therefore, the finding of
paragraph 2.5 above applies also to
Claim 1 of the second and third
auxiliary requests

4 Inventive Step- Main, First, Second
and Third Auxiliary Request

4.1 For the reasons set out in points 2
and 3 above, the filing date of Euro-
pean parent application

No 81 305 658.7 on 1 December 1981
hasto be regarded as the filing date of
the present European divisional appli-
cation. Therefore, document D1 hasto
be additionally taken into account as
state of the art according to Article
54(2) EPC.

4.8 For the reasons set out in points 4.4
to 4.7 above, the subject-matter of
Claim 1 of the main, first, second and
third auxiliary requests is not consid-
ered to involve an inventive step within
the meaning of Article 56 EPC

5 As set out above, Claim 1 of the
main, first, second and third auxiliary
requests is not allowable with regard
to Articles 52(1) and 56 EPC

Claims 2-7 of the main and first auxil-
iary requests and Claims 2-11 of the
second and third auxiliary requests are
not allowable either, since they are
dependent on respective unallowable
Claim 1

2.5 Considérant ce qui précéde, la
Chambre est d avis, eu égard a lare-
quéte principale et ala premiére re-
quéte subsidiaire formulées par le re-
guérant, que l'invention revendiquée
dans la présente demande division-
naire est différente de I'invention divul-
guée dans le document de priorité D3,
de sorte que le requérant n‘apas le
droit, visé a l'article 87(1) CBE, de re-
vendiquer la priorité de la date de dé-
pbt du document D3 pour la présente
demande divisionnaire.

3. Droit de priorite - deuxieme et troi-
sieme requétes subsidiaires

Le texte des revendications 1 confor-
mément auxdeuxiéme et troisieme re-
quétes subsidiaires contient égale-
ment |"énoncé des caractéristisques du
troisieme mode de réalisation illustré
par les figures 10 et 11 de la demande
de brevet européen, correspondant
aux diodes selon les figures 1et2 de
la présente demande divisionnaire.
Ces revendications comportent ainsi
une variante qui, pour le motif exposé
au point 2 ci-dessus, représente une
invention différente de celle qui est di-
vulguée dans le document D3.La
conclusion du point 2.5 est donc éga-
lement valable pour les revendications
1 des deuxieme et troisieme requétes
subsidiaires.

4 Activité inventive - requéte princi-
pale, ainsi que premiere, deuxiéeme et
troisiéme requétes subsidiaires

4.1 Pour les motifs énoncés ci-dessus
aux points 2 et 3, la date de dép6t de
la demande initiale de brevet euro-
péen n° 81 305 658.7, soit le 1er décem-
bre 1981, doit étre considérée comme
la date de dép6t de la présente de-
mande divisionnaire. Par conséquent,
le document D1 doit étre également
retenu comme étant compris dans
I’état de la technique conformément a
I"article 54(2) CBE

4.8 1l découle des points 4.4 a 4.7 que
I"objet des revendications 1de lare-
guéte principale ainsi que des pre-
miére, deuxiéme et troisieme requétes
subsidiaires n’est pas considéré
comme impliquant une activité inven-
tive au sens de I"article 56 CBE

5.Comme la Chambre I"explique ci-
avant, les revendications 1 de la re-
guéte principale ainsi que des pre-
miére, deuxiéme et troisieme requétes
subsidiaires ne sont pas admissibles
eu égard aux articles 52(1) et 56 CBE.
Les revendications 2 a7 de la requéte
principale et de la premiére requéte
subsidiaire ainsi que les revendica-
tions 2 a 11 des deuxieme et troisieme
requétes subsidiaires ne sont pas ad-
missibles non plus puisqu’elles dépen-
dent des revendications 1 qui les pré-
cedent respectivement et qui ne sont
elle-mémes pas admissibles.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschie-
den:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen

Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.3.3

vom 21. Februar 1991

T611/90 - 3.3.3
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F.Antony
Mitglieder:  J. Stephens-Ofner
H Fessel

Patentinhaber/Beschwerdegegner:
Mitsui Petrochemical Industries
Ltd.

Einsprechender/Beschwerdefihrer:
DSM Research B. V.

Stichwort: Neuer Sachverhalt/ MIT-
SuUl

Artikel: 104, 106 (1), 108, 114 EPU

Schlagwort: "Zulassigkeit der Be-
schwerde (bejaht) - Grinde stehen
nicht im Zusammenhang mit denen
der angefochtenen Entscheidung,
fallen aber noch unter denselben
Einspruchsgrund" - "Zurlickverwei-
sung an die erste Instanz (bejaht) -
vollkommen neuer, noch nicht ge-
prufter Sachverhalt" - "Verteilung
der Kosten - keine Begriindung des
Einsprechenden flr sein verspate-
tes Vorbringen"

Leitsétze

I. Nach Artikel 106 (1) EPU kénnen mit
der Beschwerde Entscheidungen,
nicht aber die Entscheidungsgriinde
angefochten werden. Eine Beschwer-
de, die einen villig anderen Sachver-
halt als den der angefochtenen Ent-
scheidung zugrunde liegenden ein-
flhrt, ist - vorbehaltlich sonstiger Méan-
gel - dann zuldssig, wenn sie sich
noch auf denselben Einspruchsgrund

stiitzt (Nr 2 der Entscheidungsgriinde).

Il. Liegt solch ein vdéllig neuer Sachver-
halt vor, so istesje nach der sonstigen
Sachlage unter Umstédnden nicht
zweckmaélfig, wenn die Beschwerde-
kammer selbst die Frage der Begriin-
detheit klart. Das Interesse der Offent-
lichkeit und der Beteiligten an einer zii-
gigen Verfahrensfiihrung hat dann hin-
ter der Forderung zuriickzustehen, daf3
das Beschwerdeverfahren nicht zu ei-
ner bloBen Fortsetzung des erstin-
stanzlichen Verfahrens werden darf
(Nr 3 der Entscheidungsgriinde).

Order
For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.
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suit:
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Décision de la Chambre de
recours technique 3.3.3, en
date du 21 février 1991

T 611/90 - 3.3.3

(Traduction)

Composition de la Chambre:

F. Antony

J Stephens-Ofner
H. Fessel

Titulaire du brevet/intimé: Mitsui
Petrochemical Industries, Ltd.

Président
Membres:

Opposant/requérant. DSM Re-

search B.V.

Référence: Nouvelle question/MIT-
Sul

Article: 104, 106(1), 108, 114 CBE

Mot-clé: "Recevabilité du recours
(oui) - raisons sans rapport avec les
motifs de la décision attaquée, mais
relevant néanmoins du méme motif
que celui sur lequel était fondée
I"opposition” - "Renvoi devant la
premiére instance (oui) - question
entierement nouvelle, n"ayant pas
encore été examinée auparavant” -
"Répartition des frais - aucune rai-
son invoquée par |'opposant pour
expliquer son retard"

Sommaire

I. llressort de I'article 106(1) CBE que
ce sont les décisions qui sont suscepti-
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